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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年10月16日(2014.10.16)

【公表番号】特表2013-539219(P2013-539219A)
【公表日】平成25年10月17日(2013.10.17)
【年通号数】公開・登録公報2013-057
【出願番号】特願2013-527547(P2013-527547)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/40     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/283    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｙ
   Ｃ２３Ｃ  14/06    　　　Ｅ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ  14/40    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｖ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  21/283   　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月29日(2014.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理チャンバ（１０４、２０４）内に配置される基板（１０２、２０２、７３０）上に
薄膜トランジスタゲート絶縁層（１００、２００、７３４）を形成するための方法であっ
て、
　前記処理チャンバ（１０４、２０４）内にプラズマを生成するための処理ガス（１１６
、２１６）を導入するステップと、
　前記基板（１０２、２０２、７３０）を５０℃～３５０℃の基板処理温度まで加熱する
ステップと、
　１ｋＨｚ～１００ｋＨｚの周波数においてターゲットアセンブリ（１０８、２０６）を
スパッタリングすることによって加熱された前記基板（１０２、２０２、７３０）上に酸
化ケイ素、酸窒化ケイ素または窒化ケイ素を堆積させるステップと
を含む、方法。
【請求項２】
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　前記堆積させるステップは、１ｋＨｚ～１００ｋＨｚの周波数での二重陰極（１３２ａ
、１３２ｂ、２２６ａ、２２６ｂ）スパッタリングを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ターゲットアセンブリ（１０８、２０６）は、回転可能ターゲットを含む、請求項
１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スパッタリングは、完全反応性スパッタリングである、請求項１から３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ターゲットアセンブリ（１０８、２０６）は、純粋なシリコンターゲットを含む、
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　基板上に薄膜トランジスタの少なくとも一部を形成するための堆積システム（１８０、
２８０、５００、６００）であって、
　プラズマを内部に生成するための処理ガス（１１６、２１６）を収容するように構成さ
れる処理チャンバ（１０４、２０４）と、
　前記基板（１０２、２０２、７３０）を５０℃～３５０℃の基板処理温度まで加熱する
ように構成される加熱システム（１１０、２１０）と、
　前記基板（１０２、２０２、７３０）上にゲート絶縁層（１００、３０２、７３４）が
形成されるように、１ｋＨｚ～１００ｋＨｚの周波数においてターゲットアセンブリ（１
０８、２０６）をスパッタリングすることによって前記加熱された基板（１０２、２０２
、７３０）上に酸化ケイ素、酸窒化ケイ素または窒化ケイ素を堆積させるように構成され
るスパッタリングシステム（１２８、２２８）と
を備える、堆積システム（１８０、２８０、５００、６００）。
【請求項７】
　前記加熱システム（１１０、２１０）は、前記基板を加熱するために前記基板（１０２
）に結合されるヒータ（１１２、２１２）と、前記基板処理温度を制御するために前記ヒ
ータ（１１２、２１２）に関連付けられる加熱制御システム（２１４）とを備え、前記加
熱制御システム（２１４）は、前記基板処理温度を５０℃～３５０℃の温度に調整するよ
うに構成される、請求項６に記載の堆積システム（１８０、２８０、５００、６００）。
【請求項８】
　前記スパッタリングシステム（１２８、２２８）は、少なくとも２つの電極（１３２ａ
、１３２ｂ、２２６ａ、２２６ｂ）と、電源（１３０、２２２）とを含み、前記電源は、
前記ターゲットアセンブリ（１０８、２０６）のスパッタリング中に前記プラズマに中波
ＡＣ電力が結合されるように、前記少なくとも２つの電極に動作可能なように結合される
、請求項６または７に記載の堆積システム（１８０、２８０、５００、６００）。
【請求項９】
　前記スパッタリングシステム（１２８、２２８）は、前記陰極アセンブリ（１０８、２
０６）の一部を形成する二重陰極からの１ｋＨｚ～１００ｋＨｚの周波数のスパッタリン
グによって、酸化ケイ素、酸窒化ケイ素または窒化ケイ素を堆積させるように構成される
、請求項６から８のいずれか一項に記載の堆積システム（１８０、２８０、５００、６０
０）。
【請求項１０】
　前記ターゲットアセンブリ（１０８、２０６）は、回転可能ターゲットを含む、請求項
６から９のいずれか一項に記載の堆積システム（２８０）。
【請求項１１】
　前記処理チャンバ（２０４）に関連付けられた、前記処理ガス（２１６）を前記処理チ
ャンバ（２０４）に供給するためのガス供給源（２２４）を更に備え、前記ガス供給源お
よび前記ターゲットアセンブリは、前記ターゲット（２３０ａ、２３０ｂ）の完全反応性
スパッタリングによって、前記ゲート絶縁層（２００）を形成するように構成される、請
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求項６から１０のいずれか一項に記載の堆積システム（２８０）。
【請求項１２】
　トランジスタ基板上に薄膜トランジスタの少なくとも一部を形成するように構成される
堆積システム（１８０、２８０、５００、６００）とともに用いるための制御アセンブリ
（３００）であって、前記堆積システム（１８０、２８０、５００、６００）は、前記ト
ランジスタ基板を加熱するための加熱システム（１１０、２１０）と、スパッタリング周
波数においてターゲットアセンブリ（１０６、２３０ａ、２３０ｂ）をスパッタリングす
ることによって酸化ケイ素、酸窒化ケイ素または窒化ケイ素を堆積させるためのスパッタ
リングシステム（１２８、２２８）とを備え、前記制御アセンブリ（３００）は、
　前記トランジスタ基板の温度を基板処理温度に調整するために前記加熱システム（１１
０、２１０）を動作させるように構成される加熱制御モジュール（３０２）と、
　前記基板処理温度が約５０℃～３５０℃であるときに、１ｋＨｚ～１００ｋＨｚのスパ
ッタリング周波数において前記ターゲット（１０６、２３０ａ、２３０ｂ）をスパッタリ
ングすることによって前記薄膜トランジスタのゲート絶縁層（１００、２００、７３４）
を形成するために前記スパッタリングシステム（１２８、２２８）を動作させるように構
成されるスパッタリング制御モジュール（３０４）と
を備える、制御アセンブリ（３００）。
【請求項１３】
　１ｋＨｚ～１００ｋＨｚの周波数においてターゲットアセンブリ（１０８、２０６）を
スパッタリングすることによって、５０℃～３５０℃の基板処理温度において基板（１０
２、２０２、７３０）上に堆積される酸化ケイ素、酸窒化ケイ素または窒化ケイ素を含む
ゲート絶縁層（１００、２００、７３４）
を備える、薄膜トランジスタ（７００）。
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